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PRINCIPIOS BASICOS DEL INVENTO

Campo del Invento

Este invento se refiere al campo de circuits puerta
diferenciales y en particular al campo de circuitos para
controlar el paso de sefiales de sincronismo de color en

aparatos de televisidn.

Ia Técnica Anterior

Se utilizen circuitos puerts para seleccionar cier-
tas seflales de informacidén de una serie de tales sefiales
y para hacer esta seleccidén tomando como base el instan-
te en que se produce la sefial seleccionada. Estos circui
tos son muy dtiles en receptores de televisidn para selec
cionar sefiales de sincronismo de color de una sefial com-
pleta de televisidn en color. Las sefiales de sincronis-
mo de color se presentan en un instante conocido en cada
intervalo de supresién horizontal, y es relativamente fd
¢il generar un impulso de puerta a ser aplicado a wi cir
cuito puerta para hacer que el circuito puerta deje pasar
las seflales de sincronismo de color. Ias sefiales de sin
cronismo de color son entonces utilizadas para controlar
la frecuencia y la fase de un oscilador local que es uti
lizado en la reproduccién de sefiales de color,

No se supone que la sefial de color entre impulsos de
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puerta pasa a través del circuito puerta, porque la sefial
de color contiene componentes que pueden hacer que el os-
¢ilador local produzca una sefial que tenga incorrecta la
fase. Por tanto, es muy indeseable cualguier fuga de se-
flal a través del circuito puerta cuando no se supone gque
el circulto puerta deja pasar las sefiales. $Si los impul-
sos de puerta fuesen rectangulares y precisamente de la
temporizacidén y duracién correctas, la fuga podrfa evitar
se mds facilmente, pero los impulsos tipicos de puerta
tienen flancos inclinados anterior y posterior que hacen
posible gue algunas sefiales de informacién no deseadas pa
sen a través del circuito puerta al comienzo y al final
de cade uno de los impulsos de puerta.

Ia disposicién bdsica de circuitos de puerta diferen
ciales del tipo que se utiliza actualmente incluye tres
transistores. Los emisores de dos de estos transistores
estdn conectados entre si y estdn también conectados al
colector del tercer transistor. Se hace referencia a los
dos primeros transistores como transistores conectados di
ferencialmente porque el circuito estd disefiado para fun
cionar de tal modo que la corriente a través del primer
transistor aumenta a2 medida que disminuye la corriente a
través del segundo transistor. También es cierto el fun
cionamiento inverso., Puesto que el tercer transistor eg

td conectado en serie con el par conectado diferencialmen
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te, la corriente a través de cualquiera del primero o se
gundo transistores debe fluir a través del transistor co
nectado en serie.

En algunos circuitos puerta diferenciales exiistentes
la informacidn de sefial cuyo paso ha de ser controlado es
aplicada al primer transistor conectado diferencialmente,
y el terminal de salida de seflal de paso controlzdo estd
conectado al circuito de salida del mismo transistor. El
tercer transistor conectado en serie estd controlado por
una sefial de paso que permite que los tres transistores
conduzecan solamente durante cada uno de los impulsos de
paso.,

Los circuitos puerta diferenciales de este tipo tie
nen fuga excesiva de las seflales de informacidn desde el
terminal de entrada sl terminal de salida en aquellos ins
tantes situados entre impulsos de paso cuando se supuso
que el camino de transmisién no era conductor para tales
sefiales. Bsta fuga es debida al hecho de que hay solamen
te un Unico transistor no conductor en el camino de se-
fial. La capacidad pardsita inevitable proporciona un ca
mino adicionsl alrededor de un transistor no conductor y
aungue la sefial es atenuada en su paso a travéds de este
camino adicional, la corriente de fugas puede ain ser de
masiado graﬁde.

La fuga de sefial se reduce en otros circuitos puer-
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ta existentes conectando la sefial de informacidn al tran
sistor conectado en serie y controlando la conduccidn del
primer transistor conectado diferencialmente, que es el
que amplifica la sefial de salida del transistor conecta-
do en serie, El segundo transistor conectado diferencial
mente es conductor durante intervalos entre impulsos de
paso y pone virtualmente en cortocircuito la sefial de sa
lida del {ransistor conectado en serie durante esos inter
valos. Durante los intervalos entre impulsos de paso,
cualquier seflal de fugas tendria que seguir un camino de
capacidades pardsitas alrededor del transistor no conduc
tor conectado en serie y alrededor del primer {ransistor
no conductor conectado diferencialmente. Ia atenuacién:
de la corriente de fugas en tal camino es grande y el ter
minal de salida estd mejor aislado del terminal de entra-
da. Sin embargo, al menos uno o el otro de los transisto
res conectados diferencialmente estd siempre en conduc-
cidn, junto con el dispositivo de transistor conectado
en serie, y esto da como resultado un consumo medio de
potencia indeseablemente alto con una cantidad de calor

a disipar correspondientemente alta. Estos circuitos

han de ser construidos en forma de circuito integrado,

¥y es deseable reducir al minimo la disipacién de calor

en circuitos integrados.
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RESUMEN DEL INVENTO

De acuerdo con el presente invento es utilizado un
circuito. diferencial para controlar el paso de una sefial
de informacidén. Esta Yltima sefial es aplicada a un pri-
mer transistor, o dispositivo semiconductor, conectado
en serie con dos dispositivos semiconductores conectados
diferencialmente, uno de los cuales tiene su conduccién
controlada por una sefial de paso. El primer dispositivo
semiconductor no solamente amplifica la sefial de informg
¢idn, sino que también estd conectado para tener contro-
lada su conduceidn por la sefial de paso de modo que esté
en estado de neo conduccibn, y por consiguiente no funcio
ne como amplificador, excepto durante los intervalos de
conduccibn controlada de la sefial de paso. DPuesto que es
te dispositivo semiconductor estd conectado en serie con
cada uno de los dispositives semiconductores conectados
diferencialmente, los dos uUltimos dispositivos estdn tam
bién en estado de no conduccibn excepto durante los in-
tervalos de conduccibn controlada.

Uno de los dispositivos semiconductores conectados
diferencialmente estd conectado para amplificar adicio-
nalmente la sefial de informacién de salida del dispositi
vo semiconductor conectado en serie durante los interva-

log de conduccidén controlada. El segundo dispositivo se
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miconductor conectado diferencialmente estd polarizado
de tal modo gque se hace conductor antes de que lo haga
el primer dispositivo conectado diferencialmente cuando
1la sefial de paso hace que entre en conduccidén el dispo-
sitivo semiconductor conectado en serie., Cuando el se=
gundo dispositivo semiconductor conectado diferencial-
mente se hace conductor, pone virtualmente en cortocir-
cuito la sefial de salida del dispositivo semiconductor
conectado en serie hasta que la seifial de paso aplicada
al primer dispositivo semiconductor conectado diferencial
mente alcanza el nivel de tensidén necesario para provo-
car la conduccién de ese dispositivo. El funcionamien-
to diferencial transfiere entonces el estado de conduc-
tividad desde el segundo al primer dispositivo semicon-
ductor conectado diferencialmente, el cual amplifica en
tonces la sefizl de informacidn procedente del dispositi
vo semiconductor conectado en serie.

Como resultado del conitrol sucesivo de conduccidn
y transferencia diferencial de la conductividad, la se-
fial de informacién es aislada del terminal de salida por
dos dispositivos semiconductores durante los intervalos
entre seflales de paso e incluso se evita el flujo de se
fiales de informacidn no deseadas precisamente después
del comienzo y precisamente antes del final de cada wno

de los impulsos de paso no rectangulares,
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BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La figura 1l es un diagrama de blogues de las seccio
nes de un receptor de televisién en coloxn que se refiere
al funcionamiento del circuito de este invento.

Ias figuras 2 y 3 son diagramas esquemdticos de cir
cuitos puerta de la téenica anterior.

las figuras 4 y 5 son diagramas esquemdticos de cir
cuitos puerta de acuerdo con el presente invento.

Las figuras 64 - 6D son formas deronda que represen
tan el funcionamiento del circuito de la figura 5.

La figura 7 es un diagrama esquemdtico de otra rea-

lizacién- del invento.

DESCRIPCION DETALLADA DEL INVENTO

Los componentes del receptor de televisién en color
ilustrados en la figura 1 incluyen una antena 1 conecta-
da a un sintonizador 2 que selecciona el canal de televi
sifn a ser visto. Ia salida del sintonizador estd conec
tada a2 un amplificador 3 de frecuencia intermedia que su
ministra sefiales a un detector 4 de video. Uha de las
salidas dél detector 4 estd conectada a un canal 5 de se-

fial de luminancia y a un amplificador 6 de crominancia en
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un canal de crominancia. El detector 4 suministra tam-
bién sefiales a un separador de sefial de sincronism6 N
circuita: 7 de deflexidém. Este circuito suministra una
sefial de deflexién horizontal y una sefial de deflexiln
vertical por intermedio de los circuitos X e Y, a un
comjunto. de bobinas de deflexidn sobre un tubo de ima-
gen de rayos catédicos.

Este invento estd relacionado con un circuito de
puerta tal como puede ser utilizado para un separador 8
de seflal de sincronismo de color. Este circuito recibe
una geflal de informacidn en la forma de la sefial de cro
minancia del amplificador 6 de crominancia y una sefial
B de paso procedente del circuito 7 separador de sefial
de sincronismo.

La salida del separador 8 de sefial de sincronismo
de color estd conectada a un circuito 9 oscilante de se
fial de sincronismo de color en el cual un circuito sin-
tonizado de alta selectividad que incluye un cristal Xl
convierte las sefiales de sincronismo de color intermi-
tentes en una sefial mds continua. Esta sefial es utili-
zada para controlar la frecuencia de las oscilaciones
generadas por un oscilador 10, Ia salida del circuito
9 oscilante de sefial de sincronismo de color estd tam-
bién conectada a circuitos 11 de control automdtico de

color y de supresién de color que controlan el funciong
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miento del amplificador 6 de crominanciﬁ. La selida con
trolada del amplificador de crominancia es aplicada a un
demoduladof 12 de color que recibe también la sefial con-
trolada procedente del oscilador 10 para demodular las
sefiales de crominancia. ILas seflales demoduladas son apli
cadas junto con las sefiales de luminancia procedentes del
canal 5 de luminancia a un circuito 13 matriz para produ
cir sefiales independientes de color rojo, verde, y azul.
Estas son apliéadas a un tubo de imagen de color de rayos
catdédicos, para generar una imagen de televisidén en co-
lor,

Ia figura 2 representa un tipo de circuito 8 puerta
de la técnica anterior utilizado en el receptor de la fi
gura 1. BEste circuito recibe una sefial C de crominancia
como seffal de informacién en un terminal 21 de entrada
de sefial de informacidn. Este terminal estd conectado a
la base del transistor Ql gue tiene su emisor conectado
a masa & través de una resistencia y su colector conec-—
tado directamente a los emisores de los dos transistores
Q2 v Q3 conectados diferencialmente.

Ia sefial I de impulso de paso estd aplicada a un ter
minal 22 de entrada de seflales de impulso de paso, que eg
%4 conectado a la base del transistor Q,. la seflal de sa
lida del circuito 8 estd presente entre los dos termina-

les 23 y 24, y estd conectado a través de estos termina~
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les el primario de un transformador Tl' Un condensador
Cl sintoniza el transformador, y estdn conectados los
terminales 25 y 26 de salida a los extremos del arrolla
miento secundario. La corriente continua necesaria pa~
ra el funcionamiento del circuito es suministrada a tra
vés de dos terminales de alimentacidn de corriente, uno
de los cuales estd indicado por la cifra 27 de referen-
cia y el otro de los cuales es el terminal de masa.
Durante el funcionamiento del circuito de la figu-
ra 2, las tensiones de polarizacién sobre los tres tran
sistores son tales que los transistores Q; ¥y Q3 estédn
en conduccién pero el trangistor Q2 estd normalmente en
estado de no conduccién. Las sefiales C de informacién
aplicadas al terminal 21 de entrada son amplificadas por
el transistor-Q2 solamente cuando un impulso H de puerta
hace conductor a ese transistor. Cuando el transistor
Q2
losg transistoreS'Q2 ¥ Q3 hace gue el Ultimo quede en eg

tado de no conduccién. Enitre los impulsos H, el tran-

se hace conductor, el funcionamiento diferencial de

sistor Q.2 estd en estado de no conduccién y no es, por
consiguiente, capaz de amplificar ninguna sefial en el
colector del transistor Q1 conectado en serie, Adicio-
nalmente, cuando el transistor Q, estd en estado de no
conduccidn, el funcionamiento diferencial hace conduc—

tor al transistor Q3 ¥y hace gue el colector del transis
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tor Qi quede-limitado a una tensién fija que es precisa-
mente un poco mds baja que la tensidn Vcc presente en el
terminal 27. Cualquier corriente de sefial de informacién
serfa bastante pequefia en el colector del transistor Ql
debido a esta accidn de fijacidn de nivel y serfa adicio
nalmente atenuada al recorrer cualquier camino proporcio
nado por la capacidad Cec2 pardsita entre el emisor y el
colector del transistor Q2 o la capacidad cbez pardsita
base emisor en serie con la capacidad Cbez pardsita base
colector,

EL circuito de la figura 2 tiene una desventaja muy
indeseable. Estd circulando siempre corriente continua
2 través del transistor Ql y wno de los transistores Q3
0 Q2. Esta corriente continua no es deseable en recepto
res portdtiles y en circuitos integrados, lo cual hace no
satisfactorioc este circuito para estos fines.

El circuito de la figura 3 es similar al de la figu-
re 2 excepto en que los terminales 21 y 22 de entrada es-
tdn invertidos y el transistor Ql‘esté polarizado para es
tar normalmente en estado de no conduccién mientras que
el transistor Q2 estd polarizado de modo que estarfa nor-
malmente en estado de conduccidn si el transistor Ql co-
nectado en serie permitiese que fluyese:corriente a tra-
vés del mismo.

En funcionamiento, la sefial H de paso es aplicada
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al terminagl 22 de entrada de sefiales de paso para hacer
conductor_al transistor Ql' Esto permite también gue el
transistor Q, amplifique la sefial C de informacidn apli
cada al terminal 21 de entrada. Entre impulsos de paso,
el transistor Q, estd en estado de no conduccibn y de es
te modo no puede fluir corriente a través de cualquiera
de los transistores Q2 N Q3 conectados diferencialmente.
Esto reduce mucho la corriente media a través del circui
to y, por consiguiente, la disipacidén de calor, pero es
posible que la corriente de fuga circule exteriormente
al tramsistor Q, que estd en estado de no conduccién flu
yendo desde el terminal 21 de entrada al terminal 24 de
salida a través de la capacidad Cbc2 pardsita.

La figura 4 represents una realizacidén bdsica del
presente invento. MNuchos de los componentes son los mig
mos que en los circuitos de las figuras 2 y 3. ILas dife
rencias importantes son que el terminal 21 de entrada de
sefial de informacién estd conectado al electrodo de en-
trada de base del transistor Ql semiconductor conectado
en serie, el cual estd polarizado para estar normalmente
en estado de no conduccidn; el terminal 22 de entrada de
sefial de paso estd conectado al electrodo de entrada de
base de uno de los dispositivos semiconductores conecta
dos diferencialmente (transistor Qz); que estd también

normalmente en estado de no conduccibn; y un circuito

6-11~73 -~ 13 -




10

15

20

25

gue comprende una resistencia R4 conecta losg electrodos
de entrada de los transistores Ql y Q2.

En funcionamiento, el circuito de salida emisor co
lector del transistor Q1 estd normalmente en estado de
no conduceidn., Bsto evita que fluya cualgquier corrien-
te continua a través del circuito de salida emisor colec

tor de cualquiera de los transistores Q2 ) Q3. Con el

fin de que la seflal C de informacibn aplicada al terminal

21 de entrada produzca alguna corriente saliente del ter
minal 24 de salida en tales condiciones, seria necesario
gue fluyese una corriente de fuga a través de la capaci-

dad C, . e indistintamente la capacidad Cec pardsita o

bel
las capacidades C

2

ves ¥ Cch pardsitas. La corriente de

fuga serfa, por consiguiente, atenuada.

Cuando la sefial H de paso es aplicada al terminal

22, hace subir la polarizacién sobre la base del transis

tor Ql al nivel en el cual este transistor conduce lo
cual permite que fluya corriente a través de los transis

tores Ql y Q A medida que la sefial H de paso continua

subiendo, e13transistor Q2 se hace conductor y hace que

el transistor Q3 entre en estado de no conduccibén., Ene

tonces la sefial C de informacidén aplicada al terminzl 21
de entrada serd amplificada por los transistores Ql vy Q2
y aplicada al arrollamiento primarioc del transformador

mi por medio del terminal 24 de salida y el fterminal 23
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comin.

Estd claro que el circuito de la figura 4 tiene la
importante caracteristica de baja corriente media del
circuito de la figura 3 y tiene también la caracteristi
ca de baja corriente de fuga del circuito de la figura
2, pero no tiene las desventajas de cualquiera de los
circuitos de la técnica anterior.

La figura 5 representa una realizacién modificada
del invento y nuevamente los componentes similares a los
de los circuitos anteriores estdn identificados por los
mismos caracteres de referencia. En vez de estar conec-
tado directamente a la base del transistor Ql’ el termi-
nal 21 de entrada de sefial de informacidn estd conectado
al electrodo de entrada de base de un transistor Q4 co~
nectado como seguidor de emisor con una resistencia R4a
de carga de emisor. Un diodo Dl conecta el emisor del
transistor Q4 a la base de otro transistor Q5 que estd
también conectado como seguidor de emisor y tiene una re
sistencia R5 de carga de emisor. El terminal 22 de sefia
les de paso estd conectado a la base de un transistor Qc
ademds de estar conectado a la base del itransistor Q2'
Estd conectada una resistencia R; entre el colector del
transistor Q6 y el terminal 27 de fuente de alimentacién,

y estd conectada otra resistencia R7 entre el emisor del

transistor Q6 ¥y la base del transistor QS'
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Se describird el funcionamiento del circuito de la
figura 5 con referencia a las forms de onda de las fi-
guras-6A~6D. Inicialmente, el diodo D1 y todos los tran
sistores excepto el transistor Q4 estdn en estado de no
conduccidér. De este modo, la sefial C de informaciém a-

plicada al terminal 21 de entrada es separada del termi

" nal 24 de salida por el diodo‘D1 ¥y los transistores,Qs,

Ql y'Q2 todos los cuales estdn en estado de no conduc-
cién. Esto aisla los terminales 21 y 24 entre si ain
mds que los mismos terminales en el circuito de la figu
ra 4. '

La figura 6A representa la forma de onda de la se-
filal Hide paso como se aplica al terminal 22 de entrada.
Todos los transistores QG’ Q5 ¥y Ql se hacen conductores
cuando la sefial H alcanza el nivel V. de tensidén. Esto

1
ocurre en el instante 4.. A medida que la sefial H con~

timia aumentando, la coiriente a través del circuito co
lector emisor del transistor Ql aumenta, como se repre-~
senta en la forma de onda de la figura 6B. Puesto que

el transistor Q2 estd en estado de no conduccién en es-

te instante, la corriente a través del circuito de sali

da emisor colector del transistor Qi debe fluir a través

del circuito de salida emisor colector del transistor Q
como se representa en la forma de onda de la figura 6D.

Cuando la sefial H de paso alecanza el nivel V2 el
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transistor Q2 se hace conductor y un aumento adicional
en la tensiém Hl hace que la conductividad en el cireui
to diferenéial se desplace desde el transistor Q3 al
$ransistor Qé. En la prdctica real, este funcionamien
to diferencial no es probable gque tenga lugar tanm ins-
tantdneamente como resulta de las figuras 6C y 6D. la
figura 6C ilustra el flujo de corriente a través del
circuito emisor colector del tramsistor Q,. Sin embar
go, el transistor Q2 conduce solamente durante la par-
te central del impulso H entre los instantes t2 N t3.
Desde el instante t3 hasta el instante t4, el transis-
tor Q2 estd en estado de no conduccidn y el transistor
Q3 estd en conduccidn.

La razén gque justifica la secuencia de funcionamien
to que se acaba de describir es que las sefiales de sin-
cronismo de color estdn situadas en 1o que se conoce cQ
mo umbral posterior de las sefiales de supresidn horizon
tal. ILa duracidén total de cada impulso H de paso puede
ser mayor que el tiempo requerido para el umbral poste-
rior de la sefial de supresidén horizontal. Precediendo
al umbral posterior estd la sefial de sincronismo horizon
tal, la cual no tiene componente de la misma frecuencia
que la seflal de sincronismo de color, y, por consiguien
te, no es probable que origine perturbaciones en la sin

cronizacién del oscilador 10. Sin embargo, si la sefial
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H tiene una duracién sufidientemente larga para mante-
ner en con@uccidn los transistores Ql, Q5-y Q6’ despuds
que haya finalizado el intervalo de supresién horizon-
tal, 1o cual es probable gque ocurra, seria posible que
alcanzasen el terminal 24 de salida componentes de se-
fial de crominancia indeseadas en la sefial C de informa
cién aplicada al terminal 21 de entrada.

El nivel Vé del impulso H en el cual el transistor
Q2 se hace no conductor cuando la amplitud del impulso
disminuye, estd seleccionado de modo que el transistor
Q? estard en estado de no conduccidn y el transistor Q3
se hard conductor nuevamente antes de que finalice la
sefial de supresién horizontal. Incluso si el intervalo
de supresién horigzontal termina entre los instantes ﬁs
y th representados en la figura 6D, el trgnsistor Q3 es
tard en conduccién -y mantendrd baja la amplitud de la se
fial de informacidn. El transistor Q2 estard en estado
de no conduccién, de modo que alcanzard el terminal 24
de salida muy poca sefial de fuga, e incluso esa sefial de

fuga de amplitud baja finalizard en el instante t, en que

4
el transistor Ql se hace no conductor junto con el tran-—

sistor Q5’ el diodo D1 ¥y el transistor Q6'

Son pardmetros tipicos para el circuito de la figu-
ra 5 los siguientes:

Rl 150 ohmiog
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4,3 X

R2

R3 24,2 X

R4 1K

R5 1,5 K

R6 1K

R7 5,1 K

Cl 68 pF

Vcc 12 voltios.

La figura 7 representa otra realizacidn del invento

en la cual la polaridad de la sefial H de paso es negati-

- va en vez de positiva como lo ha sido en las realizacio-

nes comentadas anteriormente. En la figura 7 el terminal
21 de entrada estd conecfado a la base del transistor Q7
que estd conectado como seguidor de emisor y tiene una
resistencia R8 de carga de emisor. Una resistencia R9
acopla el emisor del transistor Q7 a la base del transis
tor Ql' El circuito de salida emisor colector de un tran
sistor QB de conmutacibén estd conectado directamente en-
tre la base del transistor Ql y masa. La base del tran-
sistor Qg estd conectada, a través de un diodo Zener ZDl,
a la base del transistor Q3.

En esta realizacidn, el terminal 22 de entrada de se
fial de puerta estd conectado direétamente a la base del

transistor Q3 en vez de a la base del transistor Qé como
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en regzlizaciones anteriores. Los emisores de los tran-

sistores Q, ¥ Q3 estdn conectados directam?nte al colec

tor del transistor Ql’ como lo han estado hasta ahora,

y el colector del transistor Q2 estd conectado directa-

mente al terminal 24 de salida el cual, junto con el ter
minal 23, suministra la sefial de salida al arrollamiento

primario del transformador T La base del transistor

T
Q2 se polariza por estar conectada al punto de unién co-

min entre las dos resistencias R2 vy B, que estdn conecta

das como divisor de tensién entre el ierminal 27 de fuen
te de alimentacién y masa.

En funcionamiento, el nivel de tensién dé reposo a-
plicado al terminagl 22 de entrada entre los impulsos Hi
de puerta es suficientemente positivo para hacer conduc-
tor el transistor Q8 a través del diodo Zener ZDl‘ El
transistor Q7 estd también inicialmente en conduccién,
pero su sefial de salida, que es la sefial C de informa-
cidén, estd aplicada a través de un divisor de tensidén

que comprende la resistencia R, y el circuito de salida

9
emisor colector del transistor QS’ Cuando el Ultimo es-
td en conduccidén, la impedancia de su circuito de salida
es muy baja, y de este modo la fraccibén de la tensién de

sefial en el emisor del transistor Q. que es transferida

T
a la base del transistor Q1 es muy baja. El1 transistor

Q1 estd en estado de no conduccidn en este instante en
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virtud de la baja impedancia del circuito de salida del
transistor.Qalconectado entre la base del transistor
Ql‘y:masa. Esto no sclamente evita que el transistor
Ql actie como amplificador para aguellas sefiales de in-
formacidn que podrian existir a través del circuito de
salida emisor colector del transistor Q8’ sino también
pone en estado de no conduccién a ambos transistores Q2

¥y Q
que se aplicardn al terminal 24 de salida. E1 terminal

e impide que el transistor Q2 amplifique sefiales

21 de entrada estd bien aislado del terminal 24 de sali
da. Ambos transistores Q7 Y Qg estdn en conduccibn en-
tre los impulsos Hide paso, pero estos transistores es-
t4dn en el lado de entrada del circuito y su corriente
media es por consiguiente relativamente baja.

Cuando es aplicado el impulso W de paso al terminal
22 de entrada, es mantenida relativamente fija la ten-
sifn a través del diodo Zener ZDl y hace que la tensién
en la base del transistor Q8 caiga a la misma velocidad
que el impulso H. ILa tensién en la base del transistor
QS es suficientemente alta de modo que ese transistor
estarfa en conduccién si fuese posible que la corriente
gue fluye a través del circuito de salida emisor colec—
tor de ese transistor fluyese a través del transistor
Ql’ Cuando la tensidén en la base del transistor Q8 al-
canza el nivel en el cual el transistor Q8 ya no condu~
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ce, el transistor Ql es capaz de entrar en conduccidn.
Puede entonces fluir corriente a través de los circui-
tos emisor colector de los ftransistores Ql y Q3 hasta
que el impulso H de paso alcanza un nivel suficientemen

te bajo para hacer que el transistor Q, quede en estado

de no conduccién. El funcionamiento dgferencial trans-
fiere entonces la conductividad al transistor Q2 Y ese
transistor es capaz de amplificar la sefial de entrada
que ha paszdo a través de los transistores Q7 N Ql Yy es
t4d disponible en el colector del transistor Ql'

Después que el impulso H ha alcanzado su nivel mds
negativo. y comienza a hacerse positivo, la tensidn apli
cada a la base del transistor Q, alcanza el nivel de con
ductividad y, por funcionamiento diferencial, hace que
el transistor Q2 guede al corte, lo cual impide el paso
de cualquier cantidad sustancial de sefial al terminal 24
de salida., Habria alguna sefial de fuge a través de las
capacidades pardsitas alrededor del iransistor Q2, pero
cualquier sefial de fuga es puesta efectivamente en corto
circuito por el transistor Q3 en conduccién. Esto redu-
ce considerablemente la sefial de fuga en el terminal 24
de salida. A medida que la tensidn del impulso H de pa-
so continda aumentando hacia su nivel de reposo, se al-
canza un nivel tal que el transistor Q8 se hace conduc-

tor nuevamente y pone al corte al transistor Ql’ Esto
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reduce adicionalmente la posibilidad de que la sefial de
fuga alcance el terminal 24 de salide hasta que se reci
ba el siguiente impulso de paso en el terminal 22 de en
trada.

Son pardmetros tipicos para el circuitc de la figu

ra 7 los siguientes:

330 ohmios
6,8 K

5,1 K

2 K

1K

68 pF

12 voltios

=B s I

23]

1
2
3
8
9
1

< @ =

ce

Esta solicitud que corresponde a la presentada en
Japén, el dfa 22 de Septiembre de 1.972, bajo el Nume-
ro 110350/72, se acoge a los beneficios del articulo 51
del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencién propia y nueva que se pre-
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten-
te de Invencidén en Espafia, por VEINTE afios, son los que
se recogen en las reivindicaciones siguientes:

le,~ Uh dispositivo de circuito de puerta que com-
prende un terminal de entrada de sefial de informacidn;
un terminal de entrada de sefial de impulso de paso; un
circuito- diferencial que comprende primer, segundo y ter
cer dispositivos semiconductores, cada uno de los cuales
tiene un primér, un segundo y un tercer electrodos; pri-
mero y segundo terminales de fuente de alimentaciébn, es-
tando conectado el primer electrodo de dicho primer dis-
positivo semiconductor a dicho terminal de entrada de se
flal de informacidm, estando conectado el segundo electro
do de dicho primer dispositivo semiconductor a dicho se-
gundo terminal de tensidn, estando conectados los segun-
dos electrodos de cada uno de dichos segundo y tercero
dispositivee semiconductores al tercer electrodo de dicho
pfimer dispositivo semiconductor, estando conectado el

tercer electrodo de dicho tercer dispositivo semiconduc-
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tor a dicho primer terminal de tensién de fuente de ali-
mentacidn, caracterizado por medios (R4 0 Q6, R7; Q5 o
D, s QB) que conectan el primer electrodo de dicho pri-
mer dispositivo (Qlﬁ semiconductor y el primer electro-
do de uno de dichos dispositivos (Q2, Q3)?semiconducto~
res segundo y tercero a dicho terminal (22) de entrada
de sefial de paso, con lo cual dicho primer dispositivo
(th semiconductor se hace conductor solamente durante
una porcién de cada impulso (H) de paso; medios (RZ,R3)
de polarizacidén conectados al primer electrodo del otro
de dichos segundo y tercer dispositivos (Q3’ Q2)ésemi-
conductores para polarizar al mismo en un estado normal
mente de conduccién; y un terminal de salida conectado
al tercer electirodo de dicho segundo diSpOSitiVO'(Qz)
semiconductor estando en estado de conduccién dicho se-
gundo dispositivo (QZ) semiconductor durante un interva
lo no mds largo que dicha porcidn de cada impulso de pa
80 cuando dicho primer dispositivo (Ql) semicondgctor
estd en conduccidn,

28,~ El dispositivo de la reivindicacidn 12, carac
terizado porque dichos terceros medios de circuito conec
tan el primer electrodo de dicho segundo dispositivo se-
miconductor a dicho terminal de entrada de sefial de paso.
y dichos medios de polarigzacidén estdn conectados al pri-

mer electrodo de dicho tercer dispositivo semiconductor,

74
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con lo cual dicho tercer dispositivo semiconductor se
hace conductor a un nivel mds bajo de la sefial de paso
gque dicho éegundo dispositivo semiconductor,

38,~- El1 dispositivo de la reivindicacién 2e¢, ca-~
racterizado porque dichos sextos medios de circuito
consisten en una resistencia.

8,~ El dispositivo de la reivindicacién 22, ca-
racterizado porque dichos primeros medios de circuito
comprenden un diodo; y un cuarto dispositivo semicon-
ductor conectado como amplificador entre dicho diodo y
dicho primer dispositive semiconductor; y dichos sex-
tos medios de circulto comprenden un quinto dispositi
vo semiconductor conectado a dicho terminal de entra-
da de sefial de paso y a la conexién comin entre dicho
diodo y dicho cuarto dispositivo semiconductor.

58,- El1 dispositivo de la reivindicacién 12, ca-
racterizado porque dichos terceros medios de circuito
conectan dicho primer electrodo de dicho tercer dispo
sitivo semiconductor a dicho terminal de entrada de se
fial de paso y dicha sefial dé paso tiene una polaridad
adecuada para excitar dicho tercer dispositivo semicon
ductor en el sentido de hacerle no conductor.

68.~ "UN DISPOSITIVO DE CIRCUITO DE PUERTA".

Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante-

cede, representado en los dibujos que se acompafian, y

v

6~11~73 - 26 -



10

15

20

25

para los fines que se han eépecificado.

Esta WMemoria consta de veintisiete hojas escritas

a mdquina por una sola cara.

Vadrid, 15 K 1973

Fele LMoo GO MalGgUie

/
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